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L Grundlaga d8S BericMa 

1 . Hinalchtlfeh der Beatandteilo der interna^nalen Anmeldung {pf^idASUf^r, die iJem Anmeideamt auf eine \ 
Auffordenmg nach Ariik^l 14 hin wrgciiigt wurdoHf gelton fm fiahmon dlesee Berfchts ah 'urspfungBch 

• etngereichf unasfna mm nicht beigefu^weit sie keirm Avai&mr^en enttviiNin (Regein 70. 16 und fa 17))t 
Bmchrolbungy ScHen: 



1-16 



ursprQngliche Piisbung 



PalenlanaprQeliap Nr.i 



1-10 



einyeyariyun urn 



28/000003 miiscnreibenvom 26/Ud/20U3 



ZMehnungen, Bisner: 

1/1 6-1 6/1 6 ureprungliche Fasbung 



2. Hinsichtlich der Spraehor AUe vorstehemi genannten Bastandtalla standan der Behdrde in der Sprachei in dcrj 
die imemationaia Anmeiduno eingereidit inforden iac zur Verfo^ung odar wurden In dieMr eiogereicM. aof am ; 
unter dieeem PunKt nichts anderes angeg^^ 

•y i . i 

Dia Bastandiaile standen der Benorda in 0ar Spracne: 2ur Vefragung bzw. wurden In diaser Spranto 
eingerelcht; dabei handelt as $ich urn 11 ' ! 

□ die Sprache der Obersetzung, die tQilffie Zwecke der irile^iaUonalen Recharche eingerelcnt worden Ist (nbch 
Regel 23.1(b)). ]]{ 

□ die Veivffentlichung99prBf;he der irkdmationalen AnmeMting (nach Regel 48.3(b)). ! 
G die Sprache der Otwrsetzung. die 1^ dia Zwedca der Intarhatinnalen vnrtdiifiom Prfifiing Aingaraicht worcj n 

let (nach Regel 55.2 und/oder 55.^ ( . j 

3. H^eichtGch der In der intamatlonalen Aj^WieJdung offenbnrten Nuclaotfd. und/oder Amhiosiureeequanz ist cjie 
if ilernaUoriaiv vur lauHye Proruiiy au( Uik Grur idlaye Uea SequehzproioltDlls durchgefOhn worden, das: 

□ inderimernatlonalanAnmeldungW/schrirdlcharF^ 

□ zusammen mit der intemationalen Arimeldung in computarteabarer Form eingerelcht worden lat 

□ bei der Behdrde nochtrAglioh in ecKriftlloher Form ekigerelqht worden let 

□ bei der Benorde nacmrdgllch in comi&utatiaebarer Form eihgereich! wordan ist 

□ Die Erklarung, daB das nachtr&glicifii ^ingerelchte echrifttiche Sequenzprotolcoil nicht Ober den 
onanoanjng&gehalt der imemaiioAai^n Anmeldung im /^maldazanpunia mnauagam, wuide vorgeiegL 

□ Die Erid&rung, daB die in computerle^barer Form erfaeetefi infonnationen dom cchriMiohcn 
Sequenzprotokoii entsprechen. wucoe vorgalagi. 

4. /Uifgrundd rAndemng naindfoig ndi^l|lm riagen fortgafallen: 
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□ DeachraitHJng, SeKen: 

□ Anspruche, Nr.: : ; 

□ Zaichnungen, Blatt: ; i 

* . i 

5. □ Dleaer Berlcht lat ohne BerucksjcKtfjgijng (von ainlgan) deir Anderungen ersteNt worden, du die«Mi aua deni 

angagebanan GrOndan nacTi AuffalsaMng der Beh6rda Qbar dan Offanlianjngagahait in dar umprGnglioh ; 
elngereichian Fassung hlnauagehaMRagel 70.2(c)). 

^ . ' 

(Auf BrsatzblQifer, dfe echhe Anderui^gen on^iahen, 1st untor PunM 1 hlmuweisenjeie aind dhsem BodGlif 
b&zutiigenj. V: 

6. Eiwalga zusaizliahe Bemerkungen: 



V. Begrundete Fmtotellung nach Artlk8»^(2) hinatehtlloh dor Nauhoit, der erflndeiiaGhen Tmigkalt und df r 
gavmrbiiehan AmMndbaitoit; llnt#rtiii^ und ErMiningan aur StOtxung dieeer Feststellung 

1. Peststellung 
NaiJhait (N) 



Erfinderiache Tatigkait (ET) 



Jar. \ Anaprunha 1-10. 
AnsprQcha 

Ja:! \ Anaprucha 1-G 

NiSfrk AnaprOche 7»10- 



GeiwerblicheAnvvendbarkeltCaA) Ja^ j Anspruche i-io 

Natii AnsprQche 



2. Unterlagan und EfWaningen 
alaho BeiblatI 
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ZuPunKtY 



Der PrOfung werden folgmda Anmeldi iigsumertagen zugnindv gelogt: 

1 

5 

b FR GB OR Hit IE IT U LT LU LV MC MK NL PL PT RO SE 81 



In <ler FaMung f Or dto Varlragaaftaatav^ 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES 
SKTR 



Besehreibung, Selten! 

1 <1 6 urspriingllche Ft ^sung 

t 

1 
t 

Pailentan»pracho,Nr.* - 
1«10 eingegengen afh 

ZelehnungM, BlStt^n 

1/16-16/16 ureprQngilcKe Fc^ung 



26/05/9003 mllSchralbonvom 26/06/2008 



Begrflndete Feststellung nach Aiti|(el 35(2) hinsichtlich der Neuhait. der erfinderidchen 
Tatigkcit und der gewerblichen Aqwendbarkeit; Unteriagen und Eiklamngen zur 
StOtzung dieser Feststellung : 

Ee wind auf das folgende Dokufneipt verwiesen: 

• i 

D1; DE 40 34 169 A (MtTSOBISHI ELECTRIC CORP) 2. Mai 1881 (1991<>5-Q2) 



1. Anftprfichft I'^S: 

Has Dokument D1 wird als nachi 
D1 beachreibt ein V rfahren zur 
metalllschen Bitleitungskoniakieii 



iegender Stand der Technik angesehen. 
i-|br9t iiungvonein m ORAM-Speich rzellenfeid mit 
In dem eine hoch-dotlerte Kontakt$chicht durch 
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lonenimplantation ins 8ourGd/Drabi*Gebiet des HalbieiterBubstrBies ArrAiigt winJ. Dann 
wird eine Isolatorschicht abgeecl^iisden, in der ein Bitleitungskontalctlocli gebOdet wird 
und sciilieBiich sind eine Bamer^schicht und airte metallische FQIiung In dem 
Bitleitungskontaidlocli abgeschieyjen. 

Der Gegenstand des Anapmchs |1i unterscheidet sieh von dem bel<annten Vaifafiren 
dadurch, daB das durcii lonimplantation Hochdotieren des Substrates im Source/Drain- j 
Gebiet nach der Bildung des Bitleitungsl^ontaklQchs in der Isololorschicht erzeugt wird. j 
Der Gegenstand des Anspruchs 'I: iat somit neu (ArtHwi 33(2) PCT). 

Durch die obcn gcnonnto Schrlttfbige ist mdglichi eine implantierte lokal begrenzte 
dlektilsch ieitende Kontakischicrtt imit geringerar Unterwanderung der Isolatorechicht zu 
orzeugen. Soich ein Effokt ist nk^ im Stand der Technik beschrieben. so daB der 
Gegenstand des Anspruchs 1 als ieifinderisch angesehen wird (Artikel 33(3) PCT). 

Die AnsprQche 2-6 sind vom An^ruch 1 abhSndig und erfOllen damit ebenfalls die 
Erfordemlsse des PCT in bezug itUif Neuheit und erfinderieche T&tigkeh. 

2. AnsprQche7-10: 

* . j 

Der Gegenatand dea Anapruche ¥. etfuiK nicht dio Eifordemidse des PCT in bezug auf 
erflnderische Tatlglcelt (Anikel 3^3) PCT): 

D1 offenbart eine Speidierzelle (Abbildung 17) mit elnein Auswahltransistor (10) 
und efnem Spelchertcondensator?.(i 1), die im wesentliclien in einem Halbleiteraubetrat 
ausgefiihrt sind, wobei ein Diffusidnst>ereich (1 8a) Im Halbleitersubstrat ausgebildel ist. 
der eine Source/Drain-Elektrode ides Auswahttransistors blldet, wobei eine 
Isolatorschicht (40) auf dem hialbieitersubstrat (14) vorgesehen ist. in der ein 
Bitleitungskoniaia (13) des Ausv^httransistors (1U) ausgebildet ist, wobei der 
Bitteltungakontakt eine Fullung aius Metal! (13b) aufweist, zwisolien dem 
Halbleitersubstrat (14) und der pbilung des Bitififitungskontakts eine Liner-Scliicht (13a) 
auegebildet ist, und wobei das IHkibleitersubetrat im Beretoh des Bitleitungskontaktlcychs 
eine lokale begrenzte elekirisch teltende Kontakiscliicht (I3a) mit einer sehr geringen 
lateralen Unt nfvand rung der I olatorechiciit (40) aufweist. 



Rrnnhtntt PnT/B«ibt»Tl/40d (Blaa (bPA-Aprtt 1 997) 

I 
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Der relative Begriff ''sehr geringe: iaterale Untenivanderung* 1st verj^ohwrnnmen und hat 
keine allgemein anerkannte Bedisiitung. Da die Auedehnungcn oines 
Halblerterbaueiementes auf jedeirv Fjaii "selir gering** sind. ist also die betreffende^ 
Iaterale Unterwanderung der laotsitorscliiclit in D1 ale eehr goring zu betrachten. 

Der Gegenstand des AnepruchefZ unterecheidet eich daher von der aue D1 bekannten 
Speicherzelle dadurch, da6 der Kpndensator ein Qrabenkondensator ist. Es ist dem 
Fachmann jedoch allgemein bek^irit, da3 ein Qrabenkondensator mlt denn 
Stapelkondensator von D1 glaicHwertig iet und gegen dieses im Bedarfsfall 
ausgetauscht werden kann. 

Der Gegenetand dee Anapruche i7 beruht daher nioht auf einer erfinderischen Tatigkeit 
(ArtfkBl 33(3) PCT). 

Die abhangigen Anspruche 8-10f8cheinen keine zus&tzllchen Merkmale zu enthalten, 
die in Kombination mit den Merkmaien vom Anepruch 7 auf erfinderischor Tatigkeit 
beruhen kdnnten. 

3. Die Gegenstande von der Ar^pruche 1-10 sind gewerbllch anwendbar (Artikel 33(4) 
PCT). 



F6mibrall PCT/BeiblatV409 (BlattS) (EPA-April 1097) 
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Pa t eii t axiupr Uche 





Druckexemplar 



1, Verfalireii zum Kefstellen exnes jxietallischen Bltlelcunga- 
kontaktes auf einem Halbleiters\ib9trat« wobei ein 

5 Grabenkondenscitor (20) vollstjiiiGllg und ein ^uyehOriger 

Auflwahlbranflistor (30) im Wesentliehon im Halbloibereubotx'a^ 
(10) ausgebildet sind> und wobei ein eine Source/Drain- 
Bloktrodo des Auswahl transistors (30> blldender 
Di£fusionsbereicb (31) isi Halbleiteraubstr^at (10) erzeugt 
10 ist:^ suit den Verfahrei^ASCbrittien: 

- Aufbringen elner Isolatorschicht (40) au£ dem »all>leiter- 
subs t rat (10); .:: 

- strukturieren der Isolator schicht (40) im Bexeich der 
fSource/Drain-Blektrode (31) , um ein BitleitungslcontalctloGb 

15 (50) 2U erzeugcn; 

- Dotleren des HalblejLtersubstracs flO) Im Bereicb des 
Bltleitungskontaktlochs (50) xnitbilfio von Xonaninplantation^ 
wobei in dem durcb da4 Bitleitungskontaktlocb (SO) 
freigolegten Malbleit^rsubstrat (10) eine lokal begpren^te 

20 elektrische Kontakt^scbicHt (52) mit einer oebr geringen 

lateralen iRiterwanderiina der isolacorBCblclir (40) erzeugc 
wird; 

- Durchfuhren eines Attsheizschricces zum Ausbellen von belm 
Dotleren des Balbleit^rsubstrats (10) bervorgeru£enen 

25 jb^ubsuracscbaden; 

- Abscheiden einer liiner-Snhinht (60) mlt Hjlfe eines 
Sputterver £abrens t eiiied chemiscben Abscbeideverfabrens aus 
der Gasphase oder einiba atoniaren Scbicbt-AbscbeidAverfahrene 
auf das durcb das Bitieitvzigskontaktlocb (50) freigelegte 

30 Halbleitereubstrat (liO)'; und 

' Ab&cheiden eines Metalla oder einer Hetalllegierung zsum 
Auf fail en des Ri tlcsifcungakontakclocbs (50). 

2. Verfahren nach Atispruch 1, 

35 wobei die Strukturieriung dea Bitleitungckontaktlocbs (50) mit 
Hilf des uual-Damasdiene Verfahrens erColgc. 
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3. Vc^.rf hren nach Ansprucb 1 od r 2» 

wobei zum Au££i^llen des Bltlcitungskontaktlocha (50) Wolfram, 
Aluminixam oder Kupfer ; verwendet wird. 

:. I 

5 A. Verfahren nach ein€m der AnsprUche 1 bis 3, 

wobei die Liiier-Schicht . (60) aus Ti oder Tl/TiN beateht. 

5« Ver£al>ren nach einem der Ansprttche 1 bis 4, 
wobei au£ den Halbleltersubstrat (10) zusatzlicb eln Peripbe- 
10 rie)conta]ct;loch (70) auagebildct iot., dae dm glcichen Pro - 

zefiechritt wie das Bitleltungskontalctloch (50) mir einem Me- 

tall Oder elner HetalXlegierung ge£ailt wird» 

. . . *. 

6. Ver£ahren nach Ansisruch 5;, 
15 wobei die Dotlenmg d^s :Halblei1;ersubst:rat8 (10) im Bereich 
des Bikleit:ungskontaktl<>cbs (50) imCer Verwendung der selben 
Maske erfolgt, wie eine Potierung im Bereich dea Peripherie-, 
kontaktlochs (70) . ; 

20 7. Speicherzelle mit elnem Auswabl transistor (30) und einem 
Grabexikondensator (20} , wobei der Auewabltransistor (30> im 
Wesentlichen und der <Srrabenkondensator (20) vollstSndig in 
einem Kalbleitereubatrat (10) angeordnet iat« 
wobei ein DlCCusionsbiereicb (31) im H^lbleitersubstrat (10) 

25 exiegebildet iet:, der i»1ni^ Source /Drain-Elekt rode des 
Auswahltranaistors (3!0) bildet, 

wobei eine Zsolatiorschicht (40) auf dem Halblei ter subs era t 
(10) vorgesehen iat, in der ein Bitleitungskontakt (SS) des 
Audwaliltr^TislRr.ors (30) . ausgeblldet ist» 
30 wobei der Ditleitungdkohtakt (55) den Source /Dr ain-Bereich. 
(31) mit einer zugeh^igen Bitleitung (54) verbindet^ 
wobei der Bitleitung^skontakt (55) eine PQllung aus einem Me- 
tall nder einer Hetalllegierung aufWeist, 

wobei swiachen dem Kalbleitersubstxiat (10) \md der FQlluxig 
35 des Bltleicungskontakcs (59) eine Zilner-SublvlAL (60) 
ausgeblldet ist. und 
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wobel das Halblelrersubstrat (10) in Berelch des Bicl Itimos- 
kontaktloch9 (50) einja lokal begrenzte elektrioch leitendc 
KoncaJctschicht (52) xidt einer sehr gerlngen lateralen 
Unterwondenmg der laolatoreohioht (40) aufweiat. 

5 

8. Speichersello no^ch Anepruch 7r 

wcbel der Birleitungskonrakt (55) aus Wolfram. AlTuninitim Oder 
Kupfer bestebt* 

10 9« Speicbersselle naoH . JUispruch 7 ddez- 8, 

wobel die Liner- Scbicht: (60) aus Ti Oder Ti/TiN bescebt. 

10. Spelcherzelle nabh einem der AnsprQche 7 bis 9p 
wobel die Speichorselle Tell einer Speicherzellenanordntmsr 
15 ist, und 

%iiobei Peripherielcontaikte (75) in der gleicl^en Strukt.urebene 
auegebildet sixid, die; eine sum Bifclei^ungskonbakt (55) ana- 
loge railuno aufweisoEi. 
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